Lehrplankonzeption
Techniker Mikrotechnologien

Welcher Grundgedanke steht hinter dieser
Lehrplankonzeption?

Erlauterungen zu den Qualifizierungsstufen
der Handlungsfelder!

Berufliche Schule des Kreises Steinburg — Fachbereich Mikrotechnologien
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Beispiel Diffusion |

1. Handlungsfeld - Grundlagen:
Grundlagen
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Bild 2.3 Dotierung von Silizium durch Diffusion
durch ein Oxidfenster. Gezeigt ist ein Schnittbild
einer Siliziumsubstratscheibe. Der Dotierstoff
dringt senkrecht zur Oberfliche in x-Richtung in
den Siliziumkristall ein. Die Dotieratome diffun-
dieren in Richtung des stirksten Konzentrations-
gefilles.
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Beispiel Diffusion |

2. Handlungsfeld - Veranderungen: E
D=D,-e ‘"
* Ficksche Gesetze
* Formeln e
* Korrekturen zur Theorie 018\\\ |
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Beispiel Diffusion |

3. Handlungsfeld - Verknupfungen:
« Konzentrationen, Tiefen, laterale

BN

Abmessungen, Widerstande, —\__
Toleranzen etc. abstimmen LA_N\/\"S_“L‘\
« Prozessfolge planen

« Materialien u. Prozessparameter

beStI mmen P-Substrat mit simplantationsmaske
« Qualitatskriterien festlegen e = oo e

Y PrUfu ngen planen :Prufung mit Interferometer

eFotoprozess mit BN-Maske

* Prozess- Material- und ;
. . oPrilf
Informationsfluss festlegen ProEsa: ks
eAntimonionenimplantation
* Erproben
O/xid 0,75 um
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uau.z(me by =7 pm <4— | Subkollektorgebiete 0 i, 1220,
mit der BN-Maske -300 min in St|ckst_c_)ff/
Sauerstoffatmosphare

P = 6 um

—— -t

p-Substrat -180 min mit reinem Sauerstoff
(Restschaden werden durch ver-

starktes Oxidwachstum abgetragen
Defektarme Substratoberflache fiir

nachfolgende Epischicht)
pn-Ubergang bei 7um,
SiO, von 0,4um
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Weltere Beispiele...

Die Systematik der Handlungsfelder | — Il

lasst sich exemplarisch auch an weiteren
Bereichen der

HLT, AVT und MST darstellen!




Beispiel Loten | |l 1l (fur AVT)

« |. Grundlagen * |l. Veranderungen * |ll. Verknupfungen
- Grundlagen des Loéten - Temepraturprofile - Pflichtenheft
- Loétanlagen - Anlagensteuerung - Produktdaten abstimmen
- Prozessparameter ... - Inspektionen - Prozessparameter festlegen
- Lotfehler bestimmen - Prozess- Material- und
Informationsfluss

Lotkolbenspitze (Kupfer)
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Beispiel Sensor | Il Il (fur MST)
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* Substratieilchen

|. Grundlagen

Prozessfolgen der
Oberflachenmikromechanik
Materialkombinationen
Funktionsprinzipien der Sensorik
Prozessparameter z.B.
Trockenatzen, DRIE

Messungen...
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Il. Veranderungen
Prozessparameter verandern z.B.
DRIE-Prozesse
Schichteigenschaften
beeinflussen
Schichtstress ermitteln und
reduzieren
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[ll. Verknupfungen
Pflichtenheft
Gesamtprozess beurteilen

Prozessfolgen planen und
verandern

Gesamtfunktion Uberprifen und
Messen...
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